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Δομή του MOSFET (IGFET)

Πύλη

Πηγή

Περιοχή 
Καναλιού

Υπόστρωμα

Εκροή

Η δομή του MOSFET έγχυσης με κανάλι τύπου-n (NMOS)



Λειτουργία του MOSFET (Ι)

Περιοχή 
Απογύμνωσης

Η δημιουργία του αγώγιμου καναλιού.

Τά λί VΤάση κατωφλίου: υGS = Vt



Λειτουργία του MOSFET (ΙΙ)

Εφαρμογή τάσης υDS.



Το PMOS και η τεχνολογία CMOS

Οι τάσεις πόλωσης του PMOS
είναι αντίθετες από αυτές
του NMOS



Κυκλωματικά σύμβολα του MOSFET

Συμβολισμοί του NMOS έγχυσης.

Συμβολισμοί του PMOS έγχυσης.



Χαρακτηριστικές iD-υDS του MOSFET 

Χαρακτηριστική iD-υGS στον κόρο.
tGSD V0i <= υγιαΣτην αποκοπή:
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Αντίσταση εξόδου του MOSFET 
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Το MOSFET απογύμνωσης



Το MOSFET σαν κυκλωματικό στοιχείο



Δομή του FET Επαφής (JFET)

Κυκλωματικά σύμβολα του JFETΚυκλωματικά σύμβολα του JFET

Δομή του JFET με κανάλι τύπου-n



Φυσική λειτουργία του JFET

L Τάση στραγγαλισμού (pinch off): VP
Η τιμή της υGS<0 που μηδενίζει το πλάτος του

καναλιού όταν υDS=0.
Γενικά: υ =υ V .

W
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Γενικά: υDSP=υGS-VP
.



Χαρακτηριστικές ρεύματος-τάσης
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JFET με κανάλι τύπου-p

00i GSG ≥= υγιαΓενικά:
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Άσκηση: Στο κύκλωμα του σχήματος το MOSFET έχει Vt=2V, μnCox=20μA/V2 , W/L=100. 
Η αντίσταση εξόδου του είναι ro=100kΩ.

) Υ λ ί DC ό V I V Vα) Υπολογίστε τις DC ποσότητες VG, ID, VGS και VD.
β) Υπολογίστε την gm.
γ) Σχεδιάστε το ισοδύναμο μικρού σήματος του κυκλώματος.
δ) Υπολογίστε την Rin και την απολαβή τάσης υο/υsig.δ) Υπολογίστε την Rin και την απολαβή τάσης υο/υsig.



Λογικές Πύλες με MOSFET
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Πύλη NAND με MOSFET
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Πύλη NOR με MOSFET
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Αναστροφέας με MOSFET BAY +=Αναστροφέας με MOSFET BAY +



Λογικές Πύλες CMOS

Αναστροφέας CMOSΑναστροφέας CMOS
Πύλη NAND CMOS Πύλη NOR CMOS


